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Большим интересом у исследователей в области квантового материаловедения пользуются богатые металлом соединения на основе висмута в связи с открытием у них топологических свойств. Уникальные электронно-транспортные свойства данных материалов делают их потенциально важными как для исследования фундаментальных научных вопросов, так и для создания мультифункциональных приборов и квантовых компьютеров. Необычные топологические состояния открыты для Bi4I4, Bi2Te3, Bi2Se3 и ряда смешанных халькогенидов висмута. Настоящая работа посвящена синтезу соединений типа Bi4BrxI4-x, Bi2TeBr1-xIx, Bi3TeBr1-xIx, чьи топологические свойства потенциально возможны, но изучены не в полной мере [1]. Для синтеза образцов использовался метод твердофазного ампульного синтеза, усовершенствованный посредством помола реагентов в шаровой мельнице [2]. По результатам рентгенофазового анализа образцы состава Bi4Br1.5I2.5, Bi4Br2.5I1.5 являются однофазными. Методом химического транспорта выращены кристаллы Bi4Br4 и Bi6Br7, подтвержден их состав с помощью локального рентгеноспектрального анализа, также для последнего соединения была переуточнена структура по данным монокристальной рентгеновской дифракции и дано новое описание анионной подрешетки (Рис. 1).
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Рис. 1. Кристаллическая структура Bi6Br7 (атомы висмута показаны синим) [3].
Для смешанных бромойодидов висмута произведен теоретический расчет зонной структуры, согласно которому все соединения являются полупроводниками с нелинейной зависимостью ширины запрещенной зоны от степени замещенности йода на бром. Уменьшение ширины запрещенной зоны для всех соединений примерно до одного значения при учете спин-орбитальных взаимодействий косвенно указывает на их потенциальные топологические свойства.
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